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요약

원자빔으로 배향막에 멀티 도메인을 형성하는 방법, 이를 이용한 광시야각 액정표시장치의 제조 방법, 이를 이용한 

광시야각 액정표시장치 및 액정 배향 장치가 개시되어 있다. 액정을 배향하기 위해 기판에 배향막을 형성하고, 배향

막의 상부로부터 상기 배향막의 제 1 영역을 향하는 원자빔을 배향막에 대하여 제 1 방향으로 스캐닝하여 상기 제 1 

영역에 제 1 도메인을 형성한다. 배향막의 상부로부터 상기 제 2 영역을 향하는 원자빔을 배향막에 대하여 제 2 방향

으로 스캐닝 하여 제 2 영역에 제 2 도메인을 형성한다. 이로써, 배향막에 멀티 도메인을 보다 단순한 공정 및 빠른 공

정 속도로 형성할 수 있다.
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도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 의해 원자빔으로 배향막에 멀티 도메인을 형성하는 방법을 도시한 순서도이다.

도 2는 도 1의 단계 100에 의해 기판에 형성된 배향막을 도시한 개념도이다.

도 3은 도 1의 단계 200에 의해 배향막의 제 1 영역을 노출시키는 제 1 마스크를 도시한 개념도이다.

도 4는 도 1의 단계 200에서 배향막에 스캔되는 원자빔을 형성하는 과정을 도시한 순서도이다.

도 5는 도 1의 단계 300에 의해 배향막의 제 2 영역을 노출시키는 제 2 마스크를 도시한 개념도이다.

도 6은 도 1의 단계 200에 의해 배향막의 제 1 영역을 노출시키는 제 3 마스크를 도시한 개념도이다.

도 7은 도 1의 단계 200에 의해 배향막의 제 2 영역을 노출시키는 제 4 마스크를 도시한 개념도이다.

도 8은 본 발명에 의한 광시야각 액정표시장치의 제조 방법의 제 1 실시예를 도시한 순서도이다.

도 9는 도 8의 단계 600에서 제 1 기판, 제 1 전극, 제 2 기판, 제 2 전극의 관계를 도시한 개념도이다.

도 10은 도 8에 도시된 단계 700에 의하여 제 1 기판에 제 1 배향막이 형성된 것을 도시한 개념도이다.

도 11은 도 8의 단계 800에 의해 제 1 배향막에 제 1 방향으로 원자빔이 주사되는 것을 도시한 개념도이다.

도 12는 도 11의 제 1 전극 및 제 1 전극의 제 1 영역을 도시한 평면도이다.

도 13은 도 8의 단계 800에 의해 제 1 배향막에 제 1 방향으로 원자빔이 주사되는 것을 도시한 개념도이다.

도 14는 도 13의 제 1 전극 및 제 1 전극의 제 2 영역을 도시한 개념도이다.

도 15는 도 8의 단계 1000에 의하여 어셈블리 된 제 1 기판 및 제 2 기판을 도시한 개념도이다.

도 16은 본 발명에 의한 광시야각 액정표시장치의 제조 방법의 제 2 실시예를 도시한 순서도이다.

도 17은 본 발명의 제 2 실시예에 의해 제 2 기판에 제 2 전극 및 제 2 배향막이 형성된 것을 도시한 개념도이다.

도 18은 본 발명의 제 2 실시예에 의해 제 2 기판에 형성된 및 제 3 배향 영역에 원자빔이 제 3 주사 방향으로 주사되

는 것을 도시한 개념도이다.

도 19는 도 18에 도시된 제 3 배향 영역에 형성된 제 3 도메인을 도시한 평면도이다.

도 20은 본 발명의 제 2 실시예에 의해 제 2 기판에 형성된 및 제 4 배향 영역에 원자빔이 제 4 주사 방향으로 주사되

는 것을 도시한 개념도이다.

도 21은 도 20에 도시된 제 4 배향 영역에 형성된 제 4 도메인을 도시한 평면도이다.

도 22는 도 8의 단계 1000에 의하여 어셈블리 된 제 1 기판 및 제 2 기판을 도시한 개념도이다.

도 23은 본 발명의 제 2 실시예에 의해 제 1 배향 영역, 제 3 배향 영역 및 제 2 배향 영역 및 제 4 배향 영역의 관계를

도시한 개념도이다.

도 24는 본 발명의 제 2 실시예에 의해 제 1 배향 영역, 제 3 배향 영역 및 제 2 배향 영역 및 제 4 배향 영역의 다른 

관계를 도시한 개념도이다.

도 25는 본 발명의 제 1 실시예에 의한 광시야각 액정표시장치의 개념도이다.

도 26은 도 25의 제 1 전극의 개념도이다.
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도 27은 제 1 기판의 배향막에 형성된 제 1 액정 배향용 극성 작용기 및 제 2 액정 배향용 극성 작용기를 도시한 개념

도이다.

도 28은 본 발명의 제 2 실시예에 의한 광시야각 액정표시장치의 개념도이 다.

도 29는 도 28에 도시된 제 1 내지 제 4 액정 배향용 극성 작용기의 배치를 도시한 개념도이다.

도 30은 도 28에 도시된 제 1 내지 제 4 액정 배향용 극성 작용기의 또 다른 배치를 도시한 개념도이다.

도 31은 본 발명에 의한 액정 배향 장치의 제 1 실시예를 도시한 개념도이다.

도 32는 도 31에 도시된 원자빔 발생 장치에서 발생한 원자빔의 방향을 변경하는 원자빔 각도 조절 장치를 도시한 개

념도이다.

도 33은 원자빔 투과 유닛을 도시한 평면도이다.

도 34는 원자빔 투과 유닛의 마스크 처짐 방지 부재를 도시한 개념도이다.

도 35는 마스크 처짐 방지 부재의 제 1 실시예를 도시한 개념도이다.

도 36은 도 35에 도시된 마스크 처짐 방지 부재와 배향막의 관계를 도시한 개념도이다.

도 37은 마스크 처짐 방지 부재의 제 2 실시예를 도시한 개념도이다.

도 38은 도 37에 도시된 마스크 처짐 방지 부재와 배향막의 관계를 도시한 개념도이다.

도 39는 본 발명의 제 2 실시예에 의한 액정 배향 장치를 도시한 개념도이다.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 원자빔으로 배향막에 멀티 도메인을 형성하는 방법, 이를 이용한 광시야각 액정표시장치의 제조 방법, 이를

이용한 광시야각 액정표시장치 및 액정 배향 장치에 관한 것으로, 특히 광시야각(wide viewing angle)을 구현하기 

위해 원자빔으로 배향막에 멀티 도메인을 형성하는 방법, 이를 이용한 광시야각 액정표시장치의 제조 방법, 이를 이

용한 광시야각 액정표시장치 및 액정 배향 장치에 관한 것이다.

일반적으로, 액정표시장치(Liquid Crystal Display device)는 액정(Liquid Crystal)으로 문자, 영상 및 동영상을 표시

한다. 액정표시장치는 액정의 배열을 미소 면적 단위로 제어함으로써, 백색광의 광량을 미소 면적 단위로 변경시킨다.

광량이 조절된 백색광은 다시 컬러필터(color filter)에 의하여 필터링 된다. 백색광은 색을 포함한 이미지광으로 변경

되고, 사용자는 이미지광의 조합에 의해 영상을 인식하게 된다.

종래 액정표시장치는 컬러필터를 통과한 광의 방향이 액정에 의하여 결정되기 때문에 시야각(viewing angle)이 CRT

방식 표시장치(Cathode Ray Tube type display device)에 비해 나쁜 문제점을 갖는다.

특히, 시야각은 개인이 사용하는 노트북에서는 그다지 큰 문제가 되지 않지만, 다수의 사용자가 함께 사용하는 액정 

모니터, 액정 텔레비전 등에서는 큰 문제가 된다.

최근에는 액정표시장치에서의 시야각을 보다 넓히기 위해 다음과 같은 다양한 연구가 진행되고 있다.

시야각을 향상시키기 위해, 최근에는 IPS 모드(In-Plan switching mode)를 갖는 액정표시장치가 개발된 바 있다. IP

S 모드를 갖는 액정표시장치는 화소 전극(pixel electrode)과 공통 전극(common electrode)이 하나의 기판에 수평 

배열된다. 화소 전극 및 공통 전극에는 주변 전계(fringe electric field)가 형성되고, 주변 전계에 의하여 액정의 배열
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이 변경되어 시야각을 대폭 향상시킬 수 있다.

그러나, 이와 같은 IPS 모드로 작동하는 액정표시장치는 시야각이 넓어지는 대신 개구율이 현저하게 감소하여 휘도가

감소되고, 잔상이 발생하기 쉬우며, 잔상을 제거하기 위해 별도의 잔상 제거 필름을 사용해야 하는 문제점을 갖는다.

최근에는 수직 배향 모드(Vertical alignment mode)를 갖는 액정표시장치가 개발된 바 있다. 수직 배향 모드를 갖는 

액정표시장치는 화소 전극과 공통 전극이 마주보며, 화소 전극 및 공통 전극의 사이에는 수직 배향 모드 액정이 배치

된다. 시야각을 향상시키기 위해, 화소 전극 또는 공통 전극은 패터닝되거나 돌기가 형성된다. 공통 전극이 패터닝된 

수직 배향 모드 액정표시장치는 PVA 방식 액정표시장치(Patterned Vertical Alignment type LCD)라 불리며, 화소 

전극에 돌기가 형성된 방식은 MVA 방식 액정표시장치(Massive Vertical Alignment type LCD)라 불린다.

그러나, 종래 PVA 방식 액정표시장치는 시야각이 향상되는 대신 공통 전극을 패터닝하기 위해 부수적인 공정을 필요

로 해 공정이 복잡한 문제점을 갖고, MVA 방식은 화소 전극에 돌기가 형성되기 때문에 전기적인 쇼트 등이 발생할 

수 있는 문 제점을 갖는다.

또한, TN 모드 액정표시장치(Twist Nematic LCD)는 시야각을 향상시키기 위해 액정표시패널 내부에 멀티 도메인

을 형성하지 않고, 시야각 보상 필름을 사용하는 방법이 주로 사용된다. 그러나, 시야각 보상 필름은 가격이 매우 비싸

고, 액정표시장치의 무게 및 부피를 증가시키는 문제점을 갖는다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명은 이와 같은 종래 문제점을 감안한 것으로써, 본 발명의 제 1 목적은 간단한 공정으로 액정표시패널

에 멀티 도메인을 형성하여 광시야각을 구현하기 위해 원자빔으로 배향막에 멀티 도메인을 형성하는 방법을 제공한

다.

또한, 본 발명의 제 2 목적은 상기 원자빔으로 배향막에 멀티 도메인을 형성하는 방법을 이용하여 광시야각 액정표시

장치를 제조하는 방법을 제공한다.

또한, 본 발명의 제 3 목적은 상기 원자빔으로 배향막에 멀티 도메인을 형성하는 방법을 이용한 광시야각 액정표시장

치를 제공한다.

또한, 본 발명의 제 4 목적은 상기 원자빔으로 배향막에 멀티 도메인을 형성하기 위한 액정 배향 장치를 제공한다.

발명의 구성 및 작용

이와 같은 본 발명의 제 1 목적을 구현하기 위해서 본 발명은 액정을 배향하기 위해 기판에 배향막을 형성하고, 배향

막의 상부로부터 배향막의 제 1 영역을 향하는 원자빔을 배향막에 대하여 제 1 방향으로 스캐닝 하여 제 1 영역에 제 

1 도메인을 형성하고, 배향막의 상부로부터 제 2 영역을 향하는 원자빔을 배향막에 대하 여 제 2 방향으로 스캐닝 하

여 제 2 영역에 제 2 도메인을 형성하는 단계를 포함하는 원자빔으로 배향막에 멀티 도메인을 형성하는 방법을 제공

한다.

또한, 본 발명의 제 2 목적을 구현하기 위해서 본 발명은 액정을 제어하기 위한 전계를 형성하기 위해, 제 1 기판에 제

1 전극을 형성, 제 1 전극과 이격된 제 2 전극을 제 1 기판 또는 제 1 기판과 마주보는 제 2 기판 중 어느 하나에 형성

하고, 제 1 기판에 제 1 배향막을 형성하고, 제 1 전극의 일부인 제 1 영역에 대응하는 제 1 배향막의 제 1 배향 영역

에 제 1 주사 방향을 갖는 원자빔을 주사하고, 제 1 전극의 나머지인 제 2 영역에 대응하는 제 1 배향막의 제 2 배향 

영역에 제 2 주사 방향을 갖는 원자빔을 주사하고, 제 1 기판 및 제 2 기판을 어셈블리 하는 단계를 포함하는 광시야

각 액정표시장치의 제조 방법을 제공한다.

또한, 본 발명의 제 3 목적을 구현하기 위해서 본 발명은 마주보는 제 1 기판 및 제 2 기판, 제 1 기판과 제 2 기판 사

이에 배치된 제 1 전극 및 제 2 전극, 제 1 기판에 형성되며, 제 1 전극의 일부인 제 1 영역에 대응하는 제 1 배향 영역

에 제 1 방향으로 형성된 제 1 액정 배향용 극성 작용기 및 제 1 전극의 나머지 제 2 영역에 대응하는 제 2 배향 영역

에 제 2 방향으로 형성된 제 2 액정 배향용 극성 작용기를 갖는 제 1 배향막, 제 2 기판에 형성된 제 2 배향막, 제 1 기

판 및 제 2 기판 사이에 배치된 액정을 포함하는 광시야각 액정표시장치를 제공한다.

또한, 본 발명의 제 4 목적을 구현하기 위해서 본 발명은 액정을 배향하기 위한 배향막이 형성된 기판을 탑재하기 위

한 베이스 몸체, 배향막을 따라 움직이면서 배향막을 향해 가속된 원자빔을 주사하는 원자빔 발생장치 및 원자빔을 
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배향막 에 국부적으로 주사하기 위해 베이스 몸체 및 원자빔 발생장치의 사이에 배치되며, 스캐닝 된 원자빔을 국부

적으로 투과시키는 복수개의 투과부가 형성된 마스크를 포함하는 원자빔 투과 유닛을 포함하는 액정 배향 장치를 제

공한다.

본 발명에 의하면 비접촉 방식으로 액정을 배향하고, 배향 방법을 개선하여 광시야각으로 영상을 디스플레이 함과 동

시에 배향 공정 및 배향 시간을 단축시킨다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하고자 한다.

원자빔으로 배향막에 멀티 도메인을 형성하는 방법의 실시예들

실시예 1

도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 의해 원자빔으로 배향막에 멀티 도메인을 형성하는 방법을 도시한 순서도이다.

도 1을 참조하면, 원자빔(atomic beam)으로 배향막(alignment film)에 멀티 도메인(multi-domain)을 형성하기 위해

서, 기판에는 배향막이 형성된다(단계 100).

도 2는 도 1의 단계 100에 의해 기판에 형성된 배향막을 도시한 개념도이다.

도 2를 참조하면, 기판(100)에는 다양한 물질로 배향막(110)을 형성할 수 있다. 예를 들면, 배향막(110)은 다이아몬

드 라이크 카본(Diamond-Like-Carbon, DLC), 산화 실리콘, 질화 실리콘, 다결정 실리콘(poly crystalline silicon), 

아몰퍼스 실리콘(amophous silicon), 산화 티타늄 및 폴리이미드 합성 수지(polyimide) 등으로 이루어질 수 있다.

본 실시예에서, 배향막(110)은 다이아몬드 라이크 카본으로 형성된다.

도 1을 다시 참조하면, 기판에 배향막이 형성된 후, 배향막의 일부인 제 1 영역에는 원자빔에 의해 제 1 도메인이 형

성된다(단계 200). 제 1 영역에 제 1 도메인을 형성하기 위해서 배향막의 제 1 영역은 노출되고, 제 1 영역을 제외한 

배향막의 나머지 부분은 모두 가려진다.

도 3은 도 1의 단계 200에 의해 배향막의 제 1 영역을 노출시키는 제 1 마스크를 도시한 개념도이다.

도 2 또는 도 3을 참조하면, 배향막(110)에는 제 1 마스크(120)가 형성된다. 제 1 마스크(120)는 배향막(110)의 제 1

영역(A1)은 개구시키고, 제 1 영역(A1)을 제외한 나머지 영역(A2)은 모두 가린다. 이를 구현하기 위해, 제 1 마스크(

120)는 제 1 영역(A1)에 대응하는 위치에 제 1 개구(125)가 형성된다.

본 실시예에서, 제 1 마스크(120)는 배향막(110)의 표면에 증착 된 박막 형태로 구현된다. 제 1 마스크(120)는 배향

막(110)의 표면에 산화 알루미늄(Al 2 O 3 ) 등을 스퍼터링, 화학 기상 증착 등의 방법으로 증착 하여 형성한다. 제 1

마스크(120)는 산화 알루미늄 대신 메탈 박막을 사용하여도 무방하다. 제 1 마스크(120)의 두께는 약 1000Å 이상으

로 형성하는 것이 바람직하다.

제 1 마스크(120)에 의하여 배향막(110)에 제 1 영역(A1)이 정의되면, 제 1 마스크(120)에는 제 1 방향을 갖는 원자

빔(130)이 주사된다. 이때, 제 1 방향은 Y 축을 기준으로 반시계 방향으로 0°이상 90°미만인 방향이다. 원자빔(130

)은 라인 형태로 제 1 마스크(120)의 전체 면적에 스캔된다. 따라서, 원자빔(130) 중 일부는 제 1 개구(125)를 통해 

제 1 영역(A1)에 대응하는 배향막(110)에 주사되고, 원자빔(130)에 의하여 배향막(110)의 제 1 영역(A1)에는 액정을

배향하기 위한 제 1 도메인(115)이 형성된다.

도 4는 도 1의 단계 200에서 배향막에 스캔되는 원자빔을 형성하는 과정을 도시한 순서도이다.

도 3 또는 도 4를 참조하면, 원자빔(130)을 형성하기 위해서는 먼저, 소스 가스(source gas)를 해리 하여 이온(ion)을

생성하는 단계가 수행된다(단계 210). 소스 가스로는 반응성이 매우 작은 불활성 가스를 사용하는 것이 바람직하다. 

본 실시예에서는 원자량이 큰 아르곤 가스(argon gas)가 소스 가스이다.

본 실시예에서 이온을 생성하는 단계는 2 가지 방법에 의하여 구현된다.

이온을 생성하기 위한 첫 번째 방법은 소스 가스, 예를 들면, 아르곤 가스는 열에 의하여 해리 된다. 아르곤 가스를 열

에 의하여 해리 하기 위해서는 약 2500K 이상의 온도를 필요로 한다. 구체적으로, 아르곤 가스는 약 2500K 이상의 

온도로 가열된 텅스텐 필라멘트에서 발생한 열, 열 전자 등에 의하여 아르곤 이온(argon ion)으로 해리 된다.
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이온을 생성하기 위한 두 번째 방법은 소스 가스, 예를 들면, 아르곤 가스는 애노드 전극 및 캐소드 전극 사이를 통과

하면서 전기적으로 해리 된다. 구체적으로 애노드 전극 및 캐소드 전극의 사이에는 아르곤 가스를 해리 하기에 충분한

전계가 형성된다. 아르곤 가스는 아르곤 가스를 해리 하기에 충분한 전계차를 갖는 애노드 전극 및 캐소드 전극의 사

이를 통과하면서 최외각 전자를 잃어버려 아르곤 이온으로 해리 된다.

이와 같은 방법들에 의하여 소스가스, 예를 들어, 아르곤 가스가 해리 되어 아르곤 이온이 생성되면, 아르곤 이온은 

가속된다(단계 220). 아르곤 이온의 가속은 가속 전극에 의하여 이루어진다. 가속 전극은 메쉬 형태로 구성되며, 가속

전극은 이르곤 이온과 반대 극성으로 대전된다. 따라서, 아르곤 이온은 쿨롱의 힘에 따라서 가속 전극을 향해 끌려가

기 시작한다. 아르곤 이온은 가속 전극에 가까워질수록 점차 빠르게 가속되어 가속 전극 부분에서는 이온빔(ion bea

m) 형태를 갖게 된다.

도 4를 다시 참조하면, 가속 전극에 의하여 이온빔 형태로 변경된 아르곤 이온은 가속된 원자 형태로 환원되어 원자

빔이 형성된다(단계 230). 가속된 아르곤 이온을 가속된 아르곤 원자로 환원하기 위해 가속된 아르곤 이온은 다량의 

전자가 통과하는 전자빔 영역을 통과한다. 이 과정에서 아르곤 이온은 전자와 결합하여 아르곤 원자로 환원된다.

제 1 영역(A1)에 제 1 도메인이 형성된 후 제 1 마스크(120)는 배향막(110)으로부터 제거된다.

도 1을 다시 참조하면, 배향막의 제 1 영역에 제 1 도메인이 형성된 후, 배향막의 제 2 영역에는 제 2 도메인이 형성

된다(단계 300). 제 2 영역은 제 1 영역과 인접하며, 제 1 영역과는 중첩되지 않는다.

도 5는 도 1의 단계 300에 의해 배향막의 제 2 영역을 노출시키는 제 2 마스크를 도시한 개념도이다.

도 5를 참조하면, 제 2 영역(A3)에 제 2 도메인(117)을 형성하기 위해 배향막(110)에는 제 2 영역(A3)이 선택되어 

노출되고, 배향막(110)의 나머지 영역(A1, A4)은 모두 가려진다. 이때, 제 2 영역(A3)은 배향막(110)에 제 1 영역(A

1)과 인접한 곳에 형성된다.

이를 구현하기 위해, 배향막(110)의 표면에는 제 2 마스크(140)가 형성된다. 본 실시예에서, 제 2 마스크(140)는 배

향막(110)의 표면에 증착 된 박막 형태로 구현된다. 제 2 마스크(140)는 배향막(110)의 표면에 산화 알루미늄(Al 2
O 3 ) 등을 스퍼터링, 화학 기상 증착 등의 방법으로 증착 하여 형성한다. 제 2 마스크(140)는 산화 알루미늄 대신 메

탈 박막을 사용하여도 무방하다. 제 2 마스크(140)의 두께는 약 1000Å 이상으로 형성하는 것이 바람직하다.

제 2 마스크(140)에 의하여 배향막(110)에 제 2 영역(A3)이 정의되면, 제 2 마스크(140)에는 제 2 방향으로 원자빔(

130)이 주사된다. 제 2 방향은 Y 축을 기준으로 시계 방향으로 0°이상 90°미만으로 회전된 방향이다. 원자빔(130)

은 라인 형태로 제 2 마스크(140)의 전체 면적에 스캔된다. 따라서, 원자빔(130) 중 일부는 제 1 개구(145)를 통해 제

2 영역(A3)에 대응하는 배향막(110)에 주사되고, 원자빔(130)에 의하여 배향막(110)의 제 2 영역(A3)에는 액정을 

배향하기 위한 제 2 도메인(117)이 형성된다.

본 실시예에 의하면, 배향막의 적어도 2 개 이상의 부분에 서로 다른 방향을 갖는 원자빔을 주사하여 비접촉 방식으로

액정을 배향 하여, 별다른 부가 공정 없이 배향막에 멀티 도메인을 형성할 수 있는 장점을 갖는다.

실시예 2

도 6은 도 1의 단계 200에 의해 배향막의 제 1 영역을 노출시키는 제 3 마스크를 도시한 개념도이다. 도 7은 도 1의 

단계 200에 의해 배향막의 제 2 영역을 노출시키는 제 4 마스크를 도시한 개념도이다.

도 1의 단계 100을 통해 기판(100)에 배향막(110)이 형성되면, 도 6에 도시된 바와 같이 배향막(110)의 제 1 영역(A

1)을 개구시키기 위해서 배향막(110)에는 제 3 마스크(150)가 배치된다. 제 3 마스크(150)는 두께가 얇으며, 배향막(

110)의 제 1 영역(A1)과 대응하는 곳이 개구된 제 3 개구(155)를 갖는 플레이트 형상을 갖는다. 제 3 마스크(150)는 

배향막(110)의 표면에 대하여 좌/우로 움직일 수 있도록 배향막(110)에 대하여 분리되어 배치된다.

본 실시예서, 배향막(110)의 표면에 제 3 마스크(150)를 분리 배치할 경우, 공정이 단순해지고, 공정 진행 속도가 매

우 빠르기 때문에 대량 생산에 매우 적합한 장점을 갖는다.

도 6을 다시 참조하면, 배향막(110)의 제 1 영역(A1)에는 배향막(110)을 향하는 원자빔(130)이 배향막(110)에 대하

여 제 1 방향으로 스캐닝 된다. 이때, 배향막(110)을 향하는 원자빔(130)의 제 1 방향은 Y 축을 기준으로 반시계 방향

으로 0 °이상 90°미만으로 회전된 방향이다.
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도 7을 참조하면, 제 4 마스크(160)는 배향막(110)의 제 2 영역(A3)을 개구시키기 위해서 두께가 얇으며, 배향막(11

0)의 제 2 영역(A3)과 대응하는 곳이 개구된 제 4 개구(165)를 갖는 플레이트 형상을 갖는다. 제 4 마스크(160)는 배

향막(110)의 표면에 대하여 좌/우로 움직일 수 있도록 배향막(110)에 대하여 분리 배치된다.

도 7을 다시 참조하면, 배향막(110)의 제 2 영역(A3)에는 배향막(110)을 향하는 원자빔(130)이 배향막(110)에 대하

여 도 7에 정의된 좌표계의 제 2 방향으로 스캐닝 된다. 이때, 배향막(110)을 향하는 제 2 방향은 Y 축을 기준으로 시

계 방향으로 0°이상 90°미만으로 회전된 방향이다.

본 실시예에 의하면, 배향막의 적어도 2 개 이상의 부분에 서로 다른 방향을 갖는 원자빔을 주사하여 비접촉 방식으로

액정을 배향 하여, 별다른 부가 공정 없이 배향막에 멀티 도메인을 형성할 수 있고, 특히 멀티 도메인을 형성하는데 

필요한 공정 시간을 크게 단축시킬 수 있는 장점을 갖는다.

광시야각 액정표시장치의 제조 방법의 실시예들

제 1 실시예

도 8은 본 발명에 의한 광시야각 액정표시장치의 제조 방법의 제 1 실시예를 도시한 순서도이다.

도 8을 참조하면, 먼저, 제 1 기판 및 제 2 기판 사이에는 액정을 배열하기 위한 제 1 전극 및 제 2 전극이 형성된다(

단계 600).

도 9는 도 8의 단계 600에서 제 1 기판, 제 1 전극, 제 2 기판, 제 2 전극의 관계를 도시한 개념도이다.

도 9를 참조하면, 단계 600에서 제 1 기판(170)에는 매트릭스 형상으로 제 1 전극(175)이 형성된다. 본 실시예에서, 

광시야각 액정표시장치의 해상도가 1024 ×768이고, 풀 컬러 디스플레이를 수행할 경우, 제 1 기판(170)에 형성된 

제 1 전극(175)은 1024 ×768 ×3 개가 형성된다. 제 1 전극(175)은 인듐 주석 산화 물질(Indium Tin Oxide, ITO) 

또는 인듐 아연 산화 물질(Indium Zinc Oxide, IZO)로 이루어진다.

또한, 단계 600에서 제 2 기판(190)에는 제 2 전극(195)이 형성된다. 제 2 전극(195)은 제 2 기판(190)의 전면적에 

걸쳐 형성되며, 제 2 전극(195)은 인듐 주석 산화 물질(Indium Tin Oxide, ITO) 또는 인듐 아연 산화 물질(Indium Zi

nc Oxide, IZO)로 이루어진다.

도 8을 다시 참조하면, 단계 600에서 제 1 기판 및 제 2 기판의 사이에 제 1 전극 및 제 2 전극이 형성된 후, 제 1 기

판에는 제 1 배향막이 형성된다(단계 700).

도 10은 도 8에 도시된 단계 700에 의하여 제 1 기판에 제 1 배향막이 형성된 것을 도시한 개념도이다.

도 10을 참조하면, 제 1 전극(175)이 형성된 제 1 기판(170)에는 제 1 배향막(180)이 형성된다. 제 1 배향막(180)은 

다이아몬드 라이크 카본(Diamond-Like- Carbon, DLC), 산화 실리콘, 질화 실리콘, 다결정 실리콘(poly crystalline

silicon), 아몰퍼스 실리콘(amophous silicon), 산화 티타늄 및 폴리이미드 합성 수지(polyimide) 등으로 이루어질 수

있다.

본 실시예에서 제 1 기판(170)에 형성된 제 1 배향막(180)은 다이아몬드 라이크 카본 물질로 이루어진다. 제 1 배향

막(180)은 화학 기상 증착 등의 방법에 의하여 제 1 기판(170)에 증착 된다.

도 8을 다시 참조하면, 제 1 기판에 제 1 배향막이 형성된 후, 제 1 배향막의 제 1 배향 영역에는 제 1 방향으로 원자

빔이 주사된다(단계 800).

도 11은 도 8의 단계 800에 의해 제 1 배향막에 제 1 방향으로 원자빔이 주사되는 것을 도시한 개념도이다. 도 12는 

도 11의 제 1 전극 및 제 1 전극의 제 1 영역을 도시한 평면도이다.

도 11 또는 도 12를 참조하면, 제 1 기판(170)에 형성된 제 1 전극(175)의 일부인 제 1 영역(A1)에 대응하는 제 1 배

향막(180)의 제 1 배향 영역(A5)은 노출되고, 나머지는 모두 가려진다. 이어서, 노출된 제 1 배향 영역(A5)에는 가속

된 원자빔(130)이 제 1 주사 방향으로 주사된다. 제 1 배향 영역(A5)에는 원자빔(130)에 의해 제 1 도메인(182)이 형

성된다. 이때, 제 1 영역(A1)은 제 1 전극(175)에 적어도 1 개가 형성된다.

도 8을 다시 참조하면, 제 1 배향막의 제 1 배향 영역에 제 1 방향으로 가속된 원자빔이 주사된 상태에서, 제 1 배향

막의 제 2 배향 영역에는 제 2 방향으로 가속된 원자빔이 주사되는 단계가 수행된다(단계 900).



공개특허 10-2004-0088935

- 8 -

도 13은 도 8의 단계 800에 의해 제 1 배향막에 제 1 방향으로 원자빔이 주사되는 것을 도시한 개념도이다. 도 14는 

도 13의 제 1 전극 및 제 1 전극의 제 2 영역을 도시한 개념도이다.

도 13 또는 도 14를 참조하면, 제 1 기판(170)에 형성된 제 1 전극(175) 중 제 1 영역(A1)을 뺀 나머지인 제 2 영역(

A3)에 대응하는 제 1 배향막(180)의 제 2 배향 영역(A6)은 노출되고, 제 1 배향막(180)의 나머지는 모두 가려진다. 

이어서, 노출된 제 2 배향 영역(A6)에는 가속된 원자빔(130)이 제 2 방향으로 주사된다. 제 2 배향 영역(A6)에는 가

속된 원자빔(130)에 의해 제 2 도메인(184)이 형성된다.

이때, 제 2 영역(A3)은 제 1 전극(175)상에 적어도 1개가 형성된다. 제 1 전극(175) 상에 제 1 영역(A1) 및 제 2 영역

(A3)이 2 개 이상 형성될 때에는 제 1 영역(A1) 및 제 2 영역(A3)을 교대로 배치하는 것이 바람직하다.

도 8을 다시 참조하면, 제 1 기판 및 제 2 기판은 상호 어셈블리 된다(단계 1000). 제 1 기판 및 제 2 기판이 어셈블리

되는 단계에서는 제 1 기판 및 제 2 기판 사이에 액정이 주입된다.

도 15는 도 8의 단계 1000에 의하여 어셈블리 된 제 1 기판 및 제 2 기판을 도시한 개념도이다.

도 15를 참조하면, 제 1 기판(170) 및 제 2 기판(190)을 상호 어셈블리하기 위해서 제 1 기판(170) 및 제 2 기판(190

)의 사이에는 실런트(198)가 배치된다. 실런트(198)는 제 1 기판(170) 및 제 2 기판(190)의 테두리를 따라 배치된다.

실런트(199)는 제 1 기판(170) 및 제 2 기판(190)을 접착 및 액정(196)을 밀봉한 다.

본 실시예에 의하면, 제 1 전극의 일부인 제 1 영역에 제 1 도메인을 형성하여 제 1 방향으로 액정을 배열하고, 제 1 

전극의 나머지인 제 2 영역에 제 2 도메인을 형성하여 제 1 방향과 다른 제 2 방향으로 액정을 배열하여 보다 넓은 시

야각으로 액정표시장치로부터 영상을 디스플레이 할 수 있다.

실시예 2

도 16은 본 발명에 의한 광시야각 액정표시장치의 제조 방법의 제 2 실시예를 도시한 순서도이다. 본 실시예에서 제 

1 기판에 제 1 도메인 및 제 2 도메인을 형성하는 방법은 도 8의 단계 600 내지 단계 900과 동일함으로 그 중복된 설

명은 생략하기로 한다.

도 16을 참조하면, 도 8의 단계 1000 이전에는 제 2 기판에 제 2 배향막이 형성된다(단계 650).

도 17은 본 발명의 제 2 실시예에 의해 제 2 기판에 제 2 전극 및 제 2 배향막이 형성된 것을 도시한 개념도이다.

도 17을 참조하면, 제 2 기판(190)에는 전면적에 걸쳐 제 2 전극(195)이 형성된다. 제 2 전극(195)은 인듐 주석 산화 

물질 또는 인듐 아연 산화 물질로 제작된다.

제 2 배향막(200)은 제 2 전극(195)의 상면에 전면적에 걸쳐 형성된다. 제 2 배향막(200)은 다이아몬드 라이크 카본(

Diamond-Like-Carbon, DLC), 산화 실리콘, 질화 실리콘, 다결정 실리콘(poly crystalline silicon), 아몰퍼스 실리

콘(amophous silicon), 산화 티타늄 및 폴리이미드 합성 수지(polyimide) 등으로 이루어질 수 있다. 본 실시예에서는 

바람직하게 다이아몬드 라이크 카본 박막이 제 2 배향막으로 사용된다.

도 16을 다시 참조하면, 제 2 기판에 제 2 배향막이 형성되는 단계 650 이후, 제 2 배향막에는 제 1 배향 영역과 마주

보는 제 3 배향 영역에 제 3 방향으로 원자빔이 주사된다(단계 750).

도 18은 본 발명의 제 2 실시예에 의해 제 2 기판에 형성된 및 제 3 배향 영역에 원자빔이 제 3 주사 방향으로 주사되

는 것을 도시한 개념도이다. 도 19는 도 18에 도시된 제 3 배향 영역에 형성된 제 3 도메인을 도시한 평면도이다.

도 18 또는 도 19를 참조하면, 제 2 배향막(200) 중 제 1 기판(170)의 제 1 영역(A5)과 마주보는 곳에는 제 3 배향 

영역(A7)이 형성되고, 제 3 배향 영역(A7)에는 원자빔(130)이 제 3 방향으로 주사되어, 제 3 배향 영역(A7)에는 제 3

방향으로 제 3 도메인(205)이 형성된다.

도 16을 다시 참조하면, 제 2 기판에 제 3 배향 영역에 원자빔이 주사되는 단계 750 이후, 제 2 배향막에는 제 2 배향

영역과 마주보는 제 4 배향 영역에 제 4 방향으로 원자빔이 주사된다(단계 850).

도 20은 본 발명의 제 2 실시예에 의해 제 2 기판에 형성된 및 제 4 배향 영역에 원자빔이 제 4 주사 방향으로 주사되

는 것을 도시한 개념도이다. 도 21은 도 20에 도시된 제 4 배향 영역에 형성된 제 4 도메인을 도시한 평면도이다.
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도 20 또는 도 21을 참조하면, 제 2 배향막(200) 중 제 1 기판(170)의 제 1 배향막(180)에 형성된 제 2 영역(A3)과 

마주보는 곳에는 제 4 배향 영역(A8)이 형성된다. 제 2 배향막(200) 중 제 4 배향 영역(A8)은 노출되고, 제 2 배향막(

200)의 나머지는 모두 가려진다. 제 4 배향 영역(A8)으로는 가속된 원자빔(130)이 제 4 방향으로 주사된다. 이에 따

라, 제 2 배향막(190)의 제 4 배향 영역(A8)에는 제 4 방향으로 제 4 도메인(207)이 형성된다.

이어서, 도 8의 단계 1000에 의하여 제 1 기판(170) 및 제 2 기판(190)은 상호 어셈블리 되고, 제 1 기판(170) 및 제 

2 기판(190) 사이에는 액정이 주입된다.

도 22는 도 8의 단계 1000에 의하여 어셈블리 된 제 1 기판 및 제 2 기판을 도시한 개념도이다.

도 22를 참조하면, 제 1 기판(170) 및 제 2 기판(190)을 상호 어셈블리하기 위해서 제 1 기판(170) 및 제 2 기판(190

)의 사이에는 실런트(198)가 배치된다. 실런트(198)는 제 1 기판(170) 및 제 2 기판(190)의 테두리를 따라 배치된다.

실런트(198)는 제 1 기판(170) 및 제 2 기판(190)을 접착 및 액정(196)을 밀봉한다.

제 1 기판(170)에 형성된 제 1 도메인(182) 및 제 2 기판(190)에 형성된 제 3 도메인(205), 제 1 기판(170)에 형성된

제 2 도메인(184) 및 제 2 기판(190)에 형성된 제 4 도메인(207)의 방향에 의하여 제 1 기판(170) 및 제 2 기판(190)

사이의 액정의 종류가 변경된다.

도 23은 본 발명의 제 2 실시예에 의해 제 1 배향 영역, 제 3 배향 영역 및 제 2 배향 영역 및 제 4 배향 영역의 관계를

도시한 개념도이다.

도 22 또는 도 23을 참조하면, 제 1 배향 영역(A5)의 제 1 도메인(182) 및 제 3 배향 영역(A7)의 제 3 도메인(205)은

상호 평행한 방향을 갖도록 형성된다. 또한, 제 2 배향 영역(A6)에 형성된 제 2 도메인(184) 및 제 4 배향 영역(A8)에

형성된 제 4 도메인(207)은 상호 평행한 방향을 갖는다.

이처럼 제 1 도메인(182) 및 제 3 도메인(205)이 상호 평행하고, 제 2 도메인(184) 및 제 4 도메인(207)이 상호 평행

한 방향을 가질 경우, 제 1 기판(170) 및 제 2 기판(190)의 사이에는 수직 배향 모드 액정(Vertical Alignment mode 

LC, VA LC)이 주입된다.

도 24는 본 발명의 제 2 실시예에 의해 제 1 배향 영역, 제 3 배향 영역 및 제 2 배향 영역 및 제 4 배향 영역의 다른 

관계를 도시한 개념도이다.

도 22 또는 도 24를 참조하면, 제 1 배향 영역(A5)의 제 1 도메인(182) 및 제 3 배향 영역(A7)의 제 3 도메인(205)은

상호 다른 방향을 갖도록 형성된다. 예를 들면, 제 1 도메인(182) 및 제 3 도메인(205)은 상호 90°∼270°엇갈린 각

도로 형성된다. 또한, 제 2 배향 영역(A6)에 형성된 제 2 도메인(184) 및 제 4 배향 영역(A8)에 형성된 제 4 도메인(2

07)은 상호 다른 방향을 갖도록 형성된다. 예를 들면, 제 2 도메인(184) 및 제 4 도메인(207)은 상호 90°∼270°엇

갈린 각도로 형성된다.

이처럼 제 1 도메인(182) 및 제 3 도메인(205)의 방향, 제 2 도메인(184) 및 제 4 도메인(207)의 방향이 서로 다를 경

우, 제 1 기판(170) 및 제 2 기판(190)의 사이에는 트위스트 네마틱 액정 또는 슈퍼 트위스트 네마틱 액정이 주입된다

.

광시야각 액정표시장치

실시예 1

도 25는 본 발명의 제 1 실시예에 의한 광시야각 액정표시장치의 개념도이다. 도 26은 도 25의 제 1 전극의 개념도이

다. 도 27은 제 1 기판의 배향막에 형성된 제 1 액정 배향용 극성 작용기 및 제 2 액정 배향용 극성 작용기를 도시한 

개념도이다.

도 25 내지 도 27을 참조하면, 광시야각 액정표시장치(230)는 제 1 기판(170) 및 제 2 기판(190), 제 1 전극(175) 및

제 2 전극(195), 제 1 배향막(180), 제 2 배향막(200) 및 액정(196)을 포함한다.

제 1 기판(170)에는 제 1 전극(175) 및 제 1 배향막(180)이 형성되고, 제 2 기판(190)에는 제 2 전극(195) 및 제 2 

배향막(200)이 형성된다. 이와 달리, 제 1 기판(170)에 제 1 전극(175) 및 제 2 전극(195)이 교대로 나란하게 배치될 

수도 있다.
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본 실시예에서는 제 1 기판(170)에는 제 1 전극(175) 및 제 1 배향막(180)이 순서대로 형성되고, 제 2 기판(190)에는

제 2 전극(195) 및 제 2 배향막(200)이 순서대로 형성된다.

제 1 기판(170)에 형성된 제 1 전극(175)은 매트릭스 형태로 복수개가 배치된다. 제 1 전극(170)은 투명하면서 도전

성인 인듐 주석 산화 물질 또는 인듐 아연 산화막으로 이루어진다.

도 26을 참조하면, 제 1 전극(170)은 적어도 1 개의 제 1 영역(A1) 및 제 1 영역(A1)과 동일한 개수를 갖는 제 2 영역

(A3)으로 나뉘어진다. 본 실시예에서, 제 1 전극(175)은 1 개의 제 1 영역(A1) 및 1 개의 제 2 영역(A3)을 갖는다. 또

한, 제 1 영역(A1) 및 제 2 영역(A3)이 복수개일 경우, 제 1 영역(A1) 및 제 2 영역(A3)은 제 1 전극(175)상에 교대로

형성된다. 각 제 1 전극(175)에는 박막 트랜지스터(177)가 연결된다. 박막 트랜지스터(177)는 게이트 전극(G), 소오

스 전극(S), 드레인 전극(D) 및 채널층(C)을 포함한다. 박막 트랜지스터(177)의 게이트 전극(G)은 게이트 라인(GL)에

연결되고, 소오스 전극(S)은 데이터 라인(DL)에 연결되며, 드레인 전극(D)은 제 1 전극(175)에 연결된다.

도 25를 다시 참조하면, 제 1 배향막(180)은 제 1 기판(170)에 제 1 전극(175)들이 덮이도록 전면적에 걸쳐 형성된

다. 제 1 배향막(180)은 다이아몬드 라이크 카본(Diamond-Like-Carbon, DLC), 산화 실리콘, 질화 실리콘, 다결정 

실리콘(poly crystalline silicon), 아몰퍼스 실리콘(amophous silicon), 산화 티타늄 및 폴리이미드 합성 수지(polyim

ide) 등으로 이루어질 수 있다. 본 실시예에서는 바람직하게 제 1 배향막(180)으로 다이아몬드 라이크 카본 박막이 사

용된다.

제 1 배향막(180) 중 제 1 전극(175)의 제 1 영역(A1)을 덮는 부분은 제 1 배향 영역(A5)이고, 제 1 배향막(180) 중 

제 1 전극(175)의 제 2 영역(A3)을 덮는 부분은 제 2 배향 영역(A6)이다. 제 1 배향막(180) 중 제 1 배향 영역(A5)에

는 액정을 비접촉 방식으로 배향하기 위한 제 1 액정 배향용 극성 작용기(182a)가 형성 되고, 제 1 배향막(180) 중 제

2 배향 영역(A6)에는 액정을 비접촉 방식으로 배향하기 위한 제 2 액정 배향용 극성 작용기(184a)가 형성된다.

제 1 액정 배향용 극성 작용기(182a) 및 제 2 액정 배향용 극성 작용기(184a)는 원자빔에 의하여 형성된다. 제 1 액정

배향용 극성 작용기(182a) 및 제 2 액정 배향용 극성 작용기(194a)를 제 1 배향막(180)에 형성하는 방법 및 장치는 

본 출원인이 출원한 대한민국 특허 출원 2002-69467호 '액정 배향 방법 및 액정 배향 장치'에 구체적으로 기재되어 

있음으로 그 상세한 설명은 생략하기로 한다.

이때, 제 1 액정 배향용 극성 작용기(182a)는 제 1 배향 영역(A5)에 제 1 방향으로 형성되고, 제 2 액정 배향용 극성 

작용기(184a)는 제 1 액정 배향용 극성 작용기(182a)와 다른 방향으로 제 2 배향 영역(A6)에 제 2 방향으로 형성된

다.

제 2 기판(190)에는 제 1 배향막(180)과 마주보며 액정을 배향하기 위한 제 2 전극(195) 및 제 2 배향막(200)이 형

성된다.

제 1 기판(170) 및 제 2 기판(190)은 제 1 배향막(180) 및 제 2 배향막(200)이 마주보도록 어셈블리 된다. 제 1 기판(

170) 및 제 2 기판(190)은 수 ㎛의 이격 간격을 갖는다. 제 1 기판(170) 및 제 2 기판(190)을 상호 어셈블리 및 액정

을 수납하기 위해 제 1 기판(170) 및 제 2 기판(190)의 에지를 따라 실런트(198)가 형성된다. 제 1 기판(170) 및 제 2

기판(190)의 사이에는 액정(196)이 주입된다.

실시예 2

도 28은 본 발명의 제 2 실시예에 의한 광시야각 액정표시장치의 개념도이다. 본 실시예에서 제 2 기판을 제외한 나

머지 구성 요소는 실시예 1과 동일함으로 그 중복된 설명은 생략하기로 한다.

도 28을 참조하면, 제 2 기판(190)은 제 2 전극(195) 및 제 2 배향막(200)을 포함한다. 제 2 전극(195)은 제 2 기판(

190)의 전면적에 걸쳐 형성된다. 제 2 전극(195)은 제 1 기판(170)에 형성된 제 1 전극(175)과 마주보도록 제 2 기판

(190)에 형성된다.

제 2 배향막(200)에는 제 3 배향 영역(A7) 및 제 4 배향 영역(A8)이 형성된다. 제 3 배향 영역(A7)은 제 1 기판(170)

의 제 1 전극(175)의 제 1 영역(A1)과 마주보며, 제 1 영역(A1)과 동일한 면적을 갖는다. 제 4 배향 영역(A8)은 제 1 

기판(170)의 제 1 전극(175)의 제 2 영역(A3)과 마주보며, 제 2 영역(A3)과 동일한 면적을 갖는다.

제 3 배향 영역(A7)에는 제 3 방향을 갖는 원자빔에 의해 제 3 액정 배향용 극성 작용기(205a)가 형성되고, 제 4 배향

영역(A8)에는 제 4 방향을 갖는 원자빔에 의해 제 4 액정 배향용 극성 작용기(207a)가 형성된다.

도 29는 도 28에 도시된 제 1 내지 제 4 액정 배향용 극성 작용기의 배치를 도시한 개념도이다.
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도 29를 참조하면, 제 1 배향 영역(A1)에 형성된 제 1 액정 배향용 극성 작용기(182a) 및 제 3 배향 영역(A7)에 형성

된 제 3 액정 배향용 극성 작용기(205a)는 서로 평행한 관계를 갖는다. 또한, 제 2 배향 영역(A3)에 형성된 제 2 액정 

배 향용 극성 작용기(184a) 및 제 4 배향 영역(A8)에 형성된 제 4 액정 배향용 극성 작용기(207a)는 서로 평행한 관

계를 갖는다. 이와 같은 관계를 갖는 제 1 배향막(180) 및 제 2 배향막(200)의 사이에는 수직 배향 모드 액정이 주입

된다.

도 30은 도 28에 도시된 제 1 내지 제 4 액정 배향용 극성 작용기의 또 다른 배치를 도시한 개념도이다.

도 30을 참조하면, 제 1 배향 영역(A1)에 형성된 제 1 액정 배향용 극성 작용기(182a) 및 제 3 배향 영역(A7)에 형성

된 제 3 액정 배향용 극성 작용기(205a)는 서로 다른 방향을 갖는다. 예를 들면, 제 1 액정 배향용 극성 작용기(182a)

및 제 3 액정 배향용 극성 작용기(205a)는 상호 90°∼270°엇갈린 각도를 갖는다.

또한, 제 2 배향 영역(A3)에 형성된 제 2 액정 배향용 극성 작용기(184a) 및 제 4 배향 영역(A8)에 형성된 제 4 액정 

배향용 극성 작용기(207a)는 서로 다른 방향을 갖는다. 예를 들면, 제 2 액정 배향용 극성 작용기(184a) 및 제 4 액정

배향용 극성 작용기(207a)는 상호 90°∼ 270°엇갈린 각도를 갖는다. 이와 같은 관계를 갖는 제 1 배향막(180) 및 

제 2 배향막(200)의 사이에는 트위스트 네마틱 액정 또는 슈퍼 트위스트 네마틱 액정이 주입된다.

액정 배향 장치의 실시예

실시예 1

도 31은 본 발명에 의한 액정 배향 장치의 제 1 실시예를 도시한 개념도이다.

도 31을 참조하면, 액정 배향 장치(300)는 베이스 몸체(310), 원자빔 발생장치(320) 및 원자빔 투과 유닛(330)을 포

함한다. 베이스 몸체(310)의 상부에는 원자빔을 발생하기 위한 원자빔 발생장치(320)가 설치되고, 베이스 몸체(310)

와 원자빔 발생장치(320)의 사이에는 원자빔 투과 유닛(330)이 배치된다.

베이스 몸체(310)는 액정을 배향하기 위한 배향막(110)이 형성된 기판(100)을 탑재 및 고정한다.

원자빔 발생 장치(320)는 다시 이온 발생장치(322), 이온 가속 장치(324) 및 환원 장치(326)를 포함한다.

이온 발생장치(322)는 소스 가스, 예를 들면, 불활성 가스인 아르곤 가스를 해리 시켜 아르곤 이온을 발생한다.

아르곤 가스를 해리 시키기 위해서 이온 발생 장치(322)는 2500K 이상의 온도로 가열된 텅스텐 필라멘트, 텅스텐 필

라멘트에 전원을 공급하는 전원 공급장치를 포함한다. 가열된 텅스텐 필라멘트는 아르곤 가스의 최외각 전자를 이탈

시켜 아르곤 가스를 아르곤 이온으로 해리 시킨다.

이와 다르게 아르곤 가스를 해리 시키기 위해서 이온 발생 장치(322)는 애노드 전극 및 캐소드 전극을 포함한다. 애노

드 전극 및 캐소드 전극에는 아르곤 가스가 전기적으로 해리 되기에 충분한 전계차를 갖는 전원이 공급된다. 전계차를

갖는 전원이 공급된 애노드 전극 및 캐소드 전극의 사이로 공급된 아르곤은 전계차에 의해 아르곤 이온으로 해리 된

다.

이온 가속 장치(324)는 아르곤 이온을 가속시키기 위해 아르곤 이온과 반대 극성으로 대전된 메쉬 형태의 가속 전극(

324a)을 포함한다. 아르곤 이온은 쿨롱의 힘에 의해 메쉬 형태의 가속 전극(324a) 쪽으로 가속되어 가속 전극(324a)

의 사이로 통과한다. 아르곤 이온은 가속 전극(324a)을 통과하면서 폭보다 길이가 긴 라인 빔 형태로 형상이 변경된

다.

가속 전극(324a)에 인접한 곳에는 가속된 아르곤 이온을 가속된 아르곤 이온으로 변경하는 환원장치(326)가 설치된

다. 환원장치(326)는 가속 전극(324a)을 통과한 아르곤 이온에 다량의 전자(electron)를 공급하여 아르곤 이온이 아

르곤 원자로 환원되도록 한다. 이때, 가속 전극(324a)과 환원장치(326)가 멀리 떨어져 있을 경우, 가속된 아르곤 이온

의 속력이 가속 전극(324a)에 의하여 오히려 감속될 수 있음으로 환원장치(326)와 가속 전극(324a)은 가능한 한 가

깝게 위치하도록 한다.

도 32는 도 31에 도시된 원자빔 발생 장치에서 발생한 원자빔의 방향을 변경하는 원자빔 각도 조절 장치를 도시한 개

념도이다.

도 32를 참조하면, 이와 같은 구성을 갖는 원자빔 발생 장치(320)는 원자빔(130)과 배향막(110)이 이루는 각도를 조

절하기 위해 원자빔 각도 조절 장치(328)를 더 포함한다.
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원자빔 각도 조절 장치(328)는 배향막(110)을 향하는 원자빔(130)의 각도를 자유롭게 조절하기 위한 회동 장치이다.

원자빔 각도 조절 장치(328)는 원자빔 발생 장치(320)를 θ의 각도로 회동한다.

도 31을 다시 참조하면, 원자빔 투과 유닛(330)은 원자빔 발생 장치(320)에서 발생한 원자빔(130)이 배향막(110)의 

지정된 위치에 선택적으로 도달하도록 한 다.

도 33은 원자빔 투과 유닛을 도시한 평면도이다.

도 31 또는 도 33을 참조하면, 원자빔 투과 유닛(330)은 복수개의 투과부(335)를 갖는 원자빔 투과 마스크(336)를 

포함한다.

원자빔 투과 마스크(336)에 형성된 투과부(335)는 배향막(110) 중 원하는 위치에만 원자빔(130)이 도달하도록 한다.

원자빔 투과 마스크(336)는 두께가 얇을수록 원하는 위치에 원자빔(130)을 보다 정확하게 주사할 수 있다. 원자빔 투

과 마스크(336)의 두께가 두꺼울 경우 원하는 곳에 원자빔(130)이 주사되지 않거나 원하지 않는 곳에 원자빔이 주사

될 수 있다. 이와 같은 이유로 원자빔 투과 마스크(336)는 매우 얇은 두께로 형성된다.

그러나, 원자빔(130)을 지정된 위치에 주사하기 위해 원자빔 투과 마스크(336)의 두께를 보다 얇게 형성할 경우, 원

자빔 투과 마스크(336)에는 처짐이 발생하게 된다. 원자빔 투과 마스크(336)에 처짐이 발생할 경우, 원자빔 투과 마

스크(336)를 통과한 원자빔(130)은 지정된 위치로부터 벗어난 곳에 주사되어 배향막(110)의 형성 불량이 발생하게 

된다.

도 34는 원자빔 투과 유닛의 마스크 처짐 방지 부재를 도시한 개념도이다.

도 33 또는 도 34를 참조하면, 원자빔 투과 유닛(330)의 원자빔 투과 마스크(336)에는 마스크 처짐 방지 부재(338)

가 설치된다. 마스크 처짐 방지 부재(338)는 원자빔 투과 마스크(336)의 투과부(335)를 통해 원자빔이 투과되는 것을

방해하지 않으면서 원자빔 투과 마스크()의 처짐을 방지한다.

도 35는 마스크 처짐 방지 부재의 제 1 실시예를 도시한 개념도이다.

도 35를 참조하면, 마스크 처짐 방지 부재(336a)는 원자빔 투과 마스크(336)의 어느 한쪽면에 형성된 적어도 1 개의 

처짐 방지 돌기이다. 본 실시예에서, 원자빔 투과 마스크(336)에는 복수개의 처짐 방지 돌기(336a)가 형성된다. 각 처

짐 방지 돌기(336a)는 투과부(335)의 사이에 배치된다.

도 36은 도 35에 도시된 마스크 처짐 방지 부재와 배향막의 관계를 도시한 개념도이다.

도 36을 참조하면, 처짐 방지 돌기(336a)의 제 1 단부는 원자빔 투과 마스크(336)에 형성되고, 제 1 단부와 대향하는

제 2 단부는 배향막(110)의 표면에 접촉된다. 원자빔 투과 마스크(336)는 처짐 방지 돌기(336a)에 의하여 배향막(11

0)의 표면과 일정한 간격을 유지한다.

도 37은 마스크 처짐 방지 부재의 제 2 실시예를 도시한 개념도이다. 도 38은 도 37에 도시된 마스크 처짐 방지 부재

와 배향막의 관계를 도시한 개념도이다.

도 37 또는 도 38을 참조하면, 마스크 처짐 방지 부재(336b)는 투과부(335)의 사이를 통과하는 석영 바(quartz bar) 

또는 서포트 와이어(support wire)이다. 마스크 처짐 방지 부재(336b)의 두께는 적어도 투과부(335)의 사이 폭 W보

다 좁게 형성되며, 원자빔 투과 마스크(336)와 배향막(110)의 사이에 배치되어 원자빔 투과 마스크(336)를 지지한다.

원자빔은 원자빔 투과 마스크(336)에 대하여 경사진 방향으로 스캔된다. 따라서, 원자빔의 스캔 방향과 마스크 처짐 

방지 부재(336b)의 방향이 평행할 경우, 마스크 처짐 방지 부재(336b)에 의하여 음영이 생겨 투과부(335)의 일부로

는 원자빔이 투과하지 못하는 부분이 생기게 된다. 따라서, 마스크 처짐 방지 부재(336b)의 방향과 원자빔의 스캔 방

향은 평행하지 않도록 하는 것이 바람직하고, 마스크 처짐 방지 부재(336b)와 원자빔의 스캔 방향은 상호 직교하도록

하는 것이 바람직하다.

본 실시예에 의하면, 원자빔 투과 마스크를 사용하여 배향막에 서로 다른 방향을 갖는 적어도 2 개의 도메인을 별도의

공정 없이 형성할 수 있는 장점을 갖는다.

실시예 2
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도 39는 본 발명의 제 2 실시예에 의한 액정 배향 장치를 도시한 개념도이다. 본 실시예에서 원자빔 발생 장치 커버 

및 리프트 유닛을 제외하면 실시예 1과 동일함으로 그 중복된 설명은 생략하기로 한다.

도 39를 참조하면, 액정 배향 장치(300)는 베이스 몸체(410), 원자빔 발생 장치(420), 원자빔 발생 장치 커버(430), 

원자빔 투과 유닛(430) 및 리프트 유닛(440)을 포함한다.

베이스 몸체(410)에는 리프트 유닛(440)이 설치된다. 리프트 유닛(440)은 리프트 바(442) 및 리프트 몸체(445)를 포

함한다. 리프트 바(442)는 베이스 몸체(410)에 대하여 수직으로 설치되고, 리프트 몸체(445)는 리프트 바(442)를 따

라서 왕복 운동한다.

리프트 몸체(445)에는 원자빔 발생 장치 커버(430)가 설치된다. 원자빔 발생 장치 커버(430)는 육면체 박스 형상을 

갖고, 배향막(110)과 마주보는 곳에 개구가 형성된다.

원자빔 발생 장치 커버(430)의 내부에는 배향막(110)과 평행하게 배치된 이송 바(460)가 설치되고, 이송 바(460)에

는 원자빔 발생 장치(420)가 설치된다. 원자빔 발생 장치(420)는 이송 바(460)를 따라서 왕복 운동한다.

원자빔 발생 장치 커버(430)의 개구에는 원자빔 투과 유닛(430)이 설치된다. 원자빔 투과 유닛(420)은 앞서 설명한 

실시예 1에서 상세하게 설명하였음으로 그 중복된 설명은 생략하기로 한다.

본 실시예에 의하면, 원자빔 투과 유닛의 휨을 방지하기 위해 별도의 처짐 방지 장치 없이 원자빔을 이용해 배향막에 

적어도 2 개의 도메인을 형성할 수 있는 장점을 갖는다.

발명의 효과

이상에서 상세하게 설명한 바에 의하면, 원자빔을 이용해 배향막의 표면에 서로 다른 방향을 갖는 도메인을 형성함으

로써, 보다 단순한 배향 공정 및 보다 빠른 속도로 배향 공정을 진행할 수 있는 효과를 갖는다.앞서 설명한 본 발명의 

상세한 설명에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술분야의 숙련된 당업자 또는 해당 

기술분야에 통상의 지식을 갖는 자라면 후술될 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 기술 영역으로부터 벗어나

지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
액정을 배향하기 위해 기판에 배향막을 형성하는 단계;

상기 배향막의 상부로부터 상기 배향막의 제 1 영역을 향하는 원자빔을 상기 배향막에 대하여 제 1 방향으로 스캐닝

하여 상기 제 1 영역에 제 1 도메인을 형성하는 단계;

상기 배향막의 상부로부터 상기 배향막의 제 2 영역을 향하는 상기 원자빔을 상기 배향막에 대하여 제 2 방향으로 스

캐닝하여 상기 제 2 영역에 제 2 도메인을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 원자빔으로 배향막에 멀티 

도메인을 형성하는 방법.

청구항 2.
제 1 항에 있어서, 상기 배향막을 형성하는 단계에서 상기 배향막은 상기 기판에 다이아몬드 라이크 카본, 산화 실리

콘, 질화 실리콘, 폴리 실리콘, 아몰퍼스 실리콘, 산화 티타늄 및 폴리이미드로 이루어진 그룹으로부터 선택된 물질로 

이루어진 것을 특징으로 하는 원자빔으로 배향막에 멀티 도메인을 형성하는 방법.

청구항 3.
제 1 항에 있어서, 상기 제 1 도메인을 형성하는 단계에서는 상기 제 1 영역을 노출시키는 제 1 개구가 형성된 제 1 

마스크를 상기 배향막에 배치하는 것을 특징으로 하는 원자빔으로 배향막에 멀티 도메인을 형성하는 방법.

청구항 4.
제 3 항에 있어서, 상기 제 1 마스크는 상기 배향막의 표면에 접촉된 것을 특징으로 하는 원자빔으로 배향막에 멀티 

도메인을 형성하는 방법.
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청구항 5.
제 1 항에 있어서, 상기 제 2 도메인을 형성하는 단계에서는 상기 제 2 영역을 노출시키는 제 2 개구가 형성된 제 2 

마스크를 상기 배향막에 배치하는 것을 특징으로 하는 원자빔으로 배향막에 멀티 도메인을 형성하는 방법.

청구항 6.
제 5 항에 있어서, 상기 제 2 마스크는 상기 배향막의 표면에 콘택 된 것을 특징으로 하는 원자빔으로 배향막에 멀티 

도메인을 형성하는 방법.

청구항 7.
제 1 항에 있어서, 상기 원자빔은 원자를 이온화하여 이온을 생성하는 단계;

상기 이온을 가속하는 단계; 및

가속된 상기 이온을 가속된 원자로 환원하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 원자빔으로 배향막에 멀티 도메인

을 형성하는 방법.

청구항 8.
제 1 항에 있어서, 상기 제 1 도메인을 형성하는 단계에서는 상기 배향막의 표면으로부터 소정 간격 이격 되고, 상기 

제 1 영역을 노출시키는 제 3 개구가 형성된 제 3 마스크를 상기 배향막에 배치하는 것을 특징으로 하는 원자빔으로 

배향막에 멀티 도메인을 형성하는 방법.

청구항 9.
제 1 항에 있어서, 상기 제 2 도메인을 형성하는 단계에서는 상기 배향막의 표면으로부터 소정 간격 이격 되고, 상기 

제 2 영역을 노출시키는 제 4 개구가 형성된 제 4 마스크를 상기 배향막에 배치하는 것을 특징으로 하는 원자빔으로 

배향막에 멀티 도메인을 형성하는 방법.

청구항 10.
액정을 제어하기 위한 전계를 형성하기 위해, 제 1 기판에 제 1 전극을 형성, 상기 제 1 전극과 이격된 제 2 전극을 상

기 제 1 기판 또는 상기 제 1 기판과 마주보는 제 2 기판 중 어느 하나에 형성하는 단계;

상기 제 1 기판에 제 1 배향막을 형성하는 단계;

제 1 전극의 일부인 제 1 영역에 대응하는 상기 제 1 배향막의 제 1 배향 영역에 제 1 주사 방향을 갖는 원자빔을 주

사하는 단계;

상기 제 1 전극의 나머지인 제 2 영역에 대응하는 상기 제 1 배향막의 제 2 배향 영역에 제 2 주사 방향을 갖는 상기 

원자빔을 주사하는 단계; 및

상기 제 1 기판 및 제 2 기판을 어셈블리 하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 광시야각 액정표시장치의 제조 방

법.

청구항 11.
제 10 항에 있어서, 상기 제 1 영역 및 상기 제 2 영역은 상기 제 1 전극 상에 적어도 1 개씩 형성되는 것을 특징으로 

하는 광시야각 액정표시장치의 제조 방법.

청구항 12.
제 11 항에 있어서, 상기 제 1 영역 및 상기 제 2 영역은 상기 제 1 전극에 교대로 배치된 것을 특징으로 하는 광시야

각 액정표시장치의 제조 방법.

청구항 13.
제 10 항에 있어서, 상기 제 1 전극은 제 1 기판에 형성되고, 상기 제 2 전극은 상기 제 2 기판에 상기 제 1 전극과 마

주보도록 형성된 것을 특징으로 하는 광시야각 액정표시장치의 제조 방법.

청구항 14.
제 10 항에 있어서, 상기 제 2 기판은 상기 제 1 전극과 대응하여 배치된 컬러필터를 포함하는 것을 특징으로 하는 광

시야각 액정표시장치의 제조 방법.
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청구항 15.
제 10 항에 있어서, 상기 제 1 기판은 상기 제 1 전극을 덮는 컬러필터를 포함하는 것을 특징으로 하는 광시야각 액정

표시장치의 제조 방법.

청구항 16.
제 10 항에 있어서, 상기 제 1 전극은 제 1 기판에 형성되고, 상기 제 2 전극은 상기 제 1 기판에 상기 제 1 전극과 나

란하게 배치된 것을 특징으로 하는 광시야각 액정표시장치의 제조 방법.

청구항 17.
제 10 항에 있어서, 상기 제 1 기판 및 제 2 기판을 어셈블리 하는 단계 이전에는 상기 제 2 기판에 상기 제 1 배향막

과 마주보는 제 2 배향막을 형성하는 단계;

상기 제 2 배향막 중 상기 제 1 영역에 대응하는 제 3 배향 영역에 제 3 주사 방향을 갖는 제 3 원자빔을 주사하는 단

계; 및

상기 제 2 배향막 중 상기 제 2 영역에 대응하는 제 4 배향 영역에 제 4 주사 방향을 갖는 제 4 원자빔을 주사하는 단

계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 광시야각 액정표시장치의 제조 방법.

청구항 18.
제 17 항에 있어서, 상기 제 1 주사 방향과 상기 제 3 주사 방향 및 상기 제 2 주사 방향과 제 4 주사 방향은 평행한 것

을 특징으로 하는 광시야각 액정표시장치의 제조 방법.

청구항 19.
제 17 항에 있어서, 상기 제 1 기판 및 상기 제 2 기판을 어셈블리 하는 단계는 제 1 배향막 및 제 2 배향막 사이에는 

수직 배향 모드 액정을 배치하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 광시야각 액정표시장치의 제조 방법.

청구항 20.
제 17 항에 있어서, 상기 제 3 주사 방향은 상기 제 1 주사 방향에 대하여 90°∼270°비틀린 방향을 갖고, 상기 제 4

주사 방향은 상기 제 2 주사 방향에 대하여 90°∼270°방향을 갖는 것을 특징으로 하는 광시야각 액정표시장치의 

제조 방법.

청구항 21.
제 20 항에 있어서, 상기 제 1 기판 및 상기 제 2 기판을 어셈블리 하는 단 계는 상기 제 1 배향막 및 제 2 배향막 사이

에는 트위스트 네마틱 액정을 배치하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 광시야각 액정표시장치의 제조 방법.

청구항 22.
마주보는 제 1 기판 및 제 2 기판;

상기 제 1 기판과 상기 제 2 기판 사이에 배치된 제 1 전극 및 제 2 전극;

상기 제 1 기판에 형성되며, 상기 제 1 전극의 일부인 제 1 영역에 대응하는 제 1 배향 영역에 제 1 방향으로 형성된 

제 1 액정 배향용 극성 작용기 및 상기 제 1 전극의 나머지 제 2 영역에 대응하는 제 2 배향 영역에 제 2 방향으로 형

성된 제 2 액정 배향용 극성 작용기를 갖는 제 1 배향막;

상기 제 2 기판에 형성된 제 2 배향막;

상기 제 1 기판 및 제 2 기판 사이에 배치된 액정을 포함하는 것을 특징으로 하는 광시야각 액정표시장치.

청구항 23.
제 22 항에 있어서, 상기 제 1 영역 및 제 2 영역은 상기 제 1 전극 상에 적어도 1 개가 형성된 것을 특징으로 하는 광

시야각 액정표시장치.

청구항 24.
제 22 항에 있어서, 상기 제 1 영역 및 상기 제 2 영역은 상기 제 1 전극 상에 교대로 배치된 것을 특징으로 하는 광시

야각 액정표시장치.

청구항 25.
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제 22 항에 있어서, 상기 제 1 전극은 상기 제 1 기판에 배치되고, 상기 제 2 전극은 상기 제 1 전극과 마주보는 제 2 

기판에 배치된 것을 특징으로 하는 광시야각 액정표시장치.

청구항 26.
제 22 항에 있어서, 상기 제 1 전극은 상기 제 1 기판에 배치되고, 상기 제 2 전극은 상기 제 1 기판에 상기 제 1 전극

과 나란하게 배치된 것을 특징으로 하는 광시야각 액정표시장치.

청구항 27.
제 22 항에 있어서, 상기 제 2 배향막은 상기 제 1 영역과 대응하는 제 3 배향 영역에 제 3 방향으로 형성된 제 3 액정

배향용 극성 작용기 및 상기 제 2 배향막 중 상기 제 2 영역에 대응하는 제 4 배향 영역에 제 4 방향으로 형성된 제 4 

액정 배향용 극성 작용기를 포함하는 것을 특징으로 하는 광시야각 액정표시장치.

청구항 28.
제 27 항에 있어서, 상기 제 1 방향과 상기 제 3 방향, 상기 제 2 방향 및 상기 제 4 방향은 상호 평행한 것을 특징으로

하는 광시야각 액정표시장치.

청구항 29.
제 28 항에 있어서, 상기 액정은 수직 배향 모드 액정인 것을 특징으로 하는 광시야각 액정표시장치.

청구항 30.
제 27 항에 있어서, 상기 제 3 주사 방향은 상기 제 1 주사 방향에 대하여 90°∼ 270°비틀린 방향을 갖고, 상기 제 

4 주사 방향은 상기 제 2 주사 방향에 대하여 90°∼ 270°방향을 갖는 것을 특징으로 하는 광시야각 액정표시장치.

청구항 31.
제 30 항에 있어서, 상기 액정은 트위스트 네마틱 액정인 것을 특징으로 하는 광시야각 액정표시장치.

청구항 32.
액정을 배향하기 위한 배향막이 형성된 기판을 탑재하기 위한 베이스 몸체;

상기 배향막을 따라 움직이면서 상기 배향막을 향해 가속된 원자빔을 주사하는 원자빔 발생장치; 및

상기 원자빔을 상기 배향막에 국부적으로 주사하기 위해 상기 베이스 몸체 및 상기 원자빔 발생장치의 사이에 배치되

며, 스캐닝 된 상기 원자빔을 국부적으로 투과시키는 복수개의 투과부가 형성된 마스크를 포함하는 원자빔 투과 유닛

을 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 배향 장치.

청구항 33.
제 32 항에 있어서, 상기 원자빔 발생장치는 원자를 해리 하여 이온을 발생하는 이온 발생장치;

상기 이온을 가속하는 이온 가속 장치; 및

상기 이온을 가속된 원자로 환원시키는 환원 장치를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 배향 장치.

청구항 34.
제 33 항에 있어서, 상기 원자빔 발생장치는 상기 배향막과 상기 원자빔이 이루는 각도를 변경시키는 원자빔 각도 조

절 장치를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 배향 장치.

청구항 35.
제 32 항에 있어서, 상기 원자빔 투과 유닛은 상기 마스크의 처짐을 방지하는 처짐 방지 부재를 더 포함하는 것을 특

징으로 하는 액정 배향 장치.

청구항 36.
제 35 항에 있어서, 상기 처짐 방지 부재는 상기 기판과 콘택 되는 적어도 1 개의 돌기인 것을 특징으로 하는 액정 배

향 장치.

청구항 37.
제 35 항에 있어서, 상기 처짐 방지 부재는 상기 투과부의 사이를 통과하는 석영 바(quartz bar) 또는 서포트 와이어

인 것을 특징으로 하는 액정 배향 장치.
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청구항 38.
제 35 항에 있어서, 상기 처짐 방지 부재는 상기 원자빔 투과 유닛 중 상기 배향막과 마주보는 곳에 배치된 것을 특징

으로 하는 액정 배향 장치.

청구항 39.
제 35 항에 있어서, 상기 처짐 방지 부재 및 상기 원자빔의 스캐닝 방향은 평행하지 않은 것을 특징으로 하는 액정 배

향 장치.

청구항 40.
액정을 배향하기 위한 배향막이 형성된 기판을 탑재하기 위한 베이스 몸체;

상기 베이스 몸체에 세워진 리프트 바, 상기 리프트 바를 따라 이동하는 리 프트 몸체를 포함하는 리프트 유닛;

상기 리프트 몸체에 설치되며, 상기 배향막을 향하는 부분에 형성된 개구를 갖는 커버;

상기 커버의 내부에 상기 배향막을 따라 움직이는 원자빔 발생 유닛; 및

상기 개구에 설치되어 상기 원자빔 발생 유닛에서 발생한 원자빔을 선택적으로 상기 배향막에 주사하는 원자빔 투과 

유닛을 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 배향 장치.

청구항 41.
제 40 항에 있어서, 상기 커버의 내부에는 상기 원자빔 발생 유닛을 이송하기 위한 이송장치가 더 설치된 것을 특징으

로 하는 액정 배향 장치.
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专利名称(译) 使用原子束在取向膜中形成多畴的方法，使用该方法制造宽视角液晶显示装置的方法，

公开(公告)号 KR1020040088935A 公开(公告)日 2004-10-20

申请号 KR1020030023382 申请日 2003-04-14
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[标]发明人 CHOO DAEHO
추대호
KIM HAKJIN
김학진
KIM HONGGYUN
김홍균
JEONG HWANKYEONG
정환경
LEE BONGWOO
이봉우

发明人 추대호
김학진
김홍균
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IPC分类号 G02F1/1335 G02F1/13 G02F1/1337

CPC分类号 G02F1/133753 G02F1/13378

代理人(译) PARK，YOUNG WOO

外部链接 Espacenet

摘要(译)

公开了在原子束中形成多个畴的取向层的方法，具有宽视角的宽视角液
晶显示器％液晶显示装置的制造方法，以及宽视角液晶显示器％具有宽
视角的液晶显示装置和使用该液晶显示装置对准液晶的装置。在基板上
形成取向层，以使液晶取向。从对准层的上部面向对准层的第一区域的
原子束以第一方向围绕对准层扫描，并且第一区域形成在第一区域上。
从取向层的上部面向第二部分的原子束以第二方向围绕取向层扫描，第
二畴形成在第二部分上。因此，可以在取向层上更多地形成多个域，进
入简单的工艺和快速的工艺速度。液晶显示器和广视角。
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